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 高い移動度と大気安定性を併せ持つ p 型材料として、

瀧宮らによりチエノチオフェン骨格を導入した縮環化合物

DPh-BTBTが報告されている 1)。この材料の特徴として、 
HOMO レベルは-5.6 eV と大変深く安定なこと、更には

硫黄原子上に HOMO が存在するためキャリアパスに非

常に有利であることなどが挙げられる。今回、この優れた

p型半導体材料であるDPh-BTBTを用いてOFET素子

の作製及び評価を行った。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

ダイシングソー、触針式段差計、半導体パラメーターア

ナライザー 
 
【実験方法】 

n+-Si/SiO2 基 板 (SiO2 :200 nm) に ，

Trichlorooctadecylsilane (ODTS)を用いて SAM 処理

を行った。次に，基板を蒸着機にセットし，真空蒸着法に

より DPh-BTBT の薄膜(60 nm)を形成した後，金(40 
nm)を蒸着しソース・ドレイン電極を形成することで，トップ

コンタクト型 OFET 素子を作製した。(Figure 1)作製した

素子は窒素雰囲気下グローブボックス内および大気下に

てトランジスタ特性を測定した。 

 
 
 

作製した素子の特性をTable 1に示す。窒素雰囲気下

にて測定した結果、DPh-BTBT は安定な p 型半導体特

性を示した。また、トランジスタ性能は蒸着時の基板温度

に大きく依存しており、基板温度 100℃にて作製した素子

において電荷移動度 μmax = 3.5 cm2/Vs, on/off 比 2.1 
× 107の良好な値が得られた (Table 1 and Figure 2)。
同様に大気下にて測定を行ったところ、素子特性の大き

な低下は見られず大気下においても高い移動度を示した

(Table 1)。以上の結果から DPh-BTBT は高性能かつ十

分な大気安定性を有していることがわかった。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
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